
















































专利名称(译) 有机场致发光元件及其材料

公开(公告)号 CN100479223C 公开(公告)日 2009-04-15

申请号 CN03811823.8 申请日 2003-04-28

[标]申请(专利权)人(译) 日产化学工业株式会社

申请(专利权)人(译) 日产化学工业株式会社

当前申请(专利权)人(译) 日产化学工业株式会社

[标]发明人 山田智久
吉本卓司

发明人 山田智久
吉本卓司

IPC分类号 H01L51/50 C09K11/06 H01L51/00 H01L51/30 H01L51/40

CPC分类号 H01L51/5012 H01L51/002 H01L51/0052 H01L51/005 H01L51/5048 H01L2251/308 H01L51/0058 
H01L51/0042 H01L51/0081 H01L51/5092 H01L51/5088 H01L51/0035 Y10S428/917

代理人(译) 陈昕

审查员(译) 刘军

优先权 2002129608 2002-05-01 JP

其他公开文献 CN1656855A

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本发明提供能够解决对于有机场致发光元件的长寿命化重要的低电压驱
动化、高辉度化的问题点的有机场致发光元件和电荷输送性材料(例如有
机场致发光元件用的空穴输送性材料等)，作为优异的有机场致发光元
件，其在阳极和阴极之间具有由一层或多层有机化合物薄膜构成的发光
层，其特征在于：具有至少一层含有具有碳正离子的化合物的层，作为
电荷输送性材料，其特征在于含有具有碳正离子的化合物。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/de23bb04-4db6-436d-99e7-d134f1d3480a
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/029397308/publication/CN100479223C?q=CN100479223C
http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN100479223C

